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【序】SiC の熱分解法は，大面積かつ高品質なグラフェンを作製するのに優れた手法である。グ

ラフェンの結晶性や層数情報を得る有力な評価手法の 1 つとしてラマン分光法がある。しかし，

SiC(0001)Si 面上に作製したエピタキシャルグラフェンは 2D バンド半値全幅で層数評価できるの

に対して，SiC(000-1)C面上に作製したものでは 2Dバンド半値全幅では層数評価が困難である[1]。

これは，C 面上グラフェンでは層間に回転の乱れが導入されることで，多層であっても剥離単層

グラフェンと類似した狭い 2D バンド半値全幅を示すためである[2]。そこで本研究では，空間分

解ラマン分光法によって C 面上グラフェンの層数評価を行う新しい方法を模索した。また，同時

に光励起キャリアのエネルギー緩和を調べるのに有力な手法であるフェムト秒近赤外過渡吸収分

光法を用いて，C面上グラフェンのキャリアダイナミクスを解析したので併せて報告する。 

【実験】試料は 4H-SiC{0001} 基板の熱分解法によって作製した。グラフェン層数の評価には共

焦点顕微鏡を用いた空間分解ラマンマッピング(λEX = 488 nm)により評価した。キャリア緩和過程

の評価には，励起光800 nmのフェムト秒パルス，観測光900~1350 nmのフェムト秒白色光を用い，

反射光学系を組み，近赤外過渡吸収分光測定により解析した。 

【結果】グラフェンの層数が少なければ基板の SiC 由来のシ

グナルが観測されるはずなので，本研究ではグラフェン由来

の G バンド(~1582 cm-1)と SiC由来のピーク(~1520 cm-1)比を

とることでグラフェン層数の評価を試みた。Fig. 1に空間分

解ラマン分光結果を示す。他の方法とも比較検討し，50×50 

μm2の領域で約 50%の 2 層グラフェンが生成していると評

価した。Fig. 2に観測波長 1200 nmにおける C 面，Si面上グ

ラフェン及び HOPG の過渡吸収ダイナミクスを示す。C 面上

グラフェン，HOPGは 2成分の指数関数で解析できたのに対

し，Si面上グラフェンは超高速減衰が支配的であった。速い

緩和成分はグラフェン中のキャリアと基板の表面光学フォ

ノンもしくはグラフェン固有の光学フォノンとの結合に起

因する[3]。C 面と Si 面上グラフェンのダイナミクスの大き

な違いは，C 面上グラフェンではキャリアと基板の光学フォ

ノン間の結合が希薄であるが，Si面上グラフェンはバッファ

層により基板の光学フォノンとの強い結合があることが要

因として考えられる。 
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Fig. 1 Raman mapping image of 

epitaxial graphene on 4H-SiC(000-1). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Transient absorption dynamics 

of epitaxial graphene observed at 

1200 nm. 
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